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[ 要  旨 ] 

近年､半導体デバイスの微細化,多層配線化が進み、チップ表面からの観測だけでは故障解析が困

難になってきた。このため、チップ裏面から故障箇所を同定する新しい解析手法が求められるよう

になってきた。 本報告では裏面 OBIC 法を用いる事で、試料のシリコン面を鏡面加工しない状態で

も解析が出来る事を示した。また、Epi 基板など高濃度シリコンは光吸収係数が大きいため、裏面

から解析画像を得る事は困難とされてきたが、裏面OBIC装置におけるアンプのS/Nの改善により、

鮮明な光学像,OBIC 解析像が得られる事を明らかにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


